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《高分辨率X射线衍射测量GaAs衬底生长的
AlGaAs中Al成分的试验方法》（送审稿）编制说明
一、任务来源及计划要求

2005年11月，SEMI M63-0306（Tset method for measuring the Al fraction in AlGaAs on GaAs substrates by high resolution X-ray diffraction）公布。随着电子工业飞速发展，砷化镓晶片的需求量不断增大，为使我国砷化镓外延片检测方法与国际接轨，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会于2007年提出将SEMI M63-0306国际标准转化为国家标准，并被国家标准委列入2008年第一批国家标准制修订计划（半材标委计[ 2008] 2号），计划编号为20070860-T-469。

二、编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

 本标准等同采用国外先进标准SEMI M63-0306（Tset method for measuring the Al fraction in AlGaAs on GaAs substrates by high resolution X-ray diffraction）标准。该标准在尊重国际标准英文原文的基础上，按照国家标准的编写格式将其等同转化为国标，在转化过程中反复推敲讨论，并对该标准的可操作性进行了试验验证。

本标准的制定工作由信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子技术标准化研究所和中国电子科技集团公司第四十六研究所等单位承担。
 

2008年3月成立了标准修订工作组。在国内广泛调研的基础上，于2008年7月完成了标准征求意见稿，并对中国有色金属工业标准计量研究所、中国科学院半导体研究所、有研半导体材料股份有限公司、北京通美晶体技术有限公司、天津晶明电子材料公司、天津环欧半导体材料技术有限公司、南京国盛电子有限公司、上海合晶硅材料有限公司、宁波立立电子股份有限公司、万向硅峰电子股份有限公司、杭州海纳半导体有限公司、洛阳单晶硅有限责任公司等10余家单位函审和2008年9月洛阳预审会议分别征求意见。依据函审反馈意见和预审会议意见对标准征求意见稿进行了修改，于2008年10月完成了标准送审稿。
三、国内外情况分析
查阅了国内外与砷化镓衬底上生长的AlGaAs中Al成分的检测相关文献，目前国内尚无砷化镓衬底上生长的AlGaAs中Al成分的检测标准。2005年11月，SEMI 颁布M63-0306（Tset method for measuring the Al fraction in AlGaAs on GaAs substrates by high resolution X-ray diffraction）标准。
四、制定内容
1）本标准包括砷化镓衬底上生长的AlGaAs中Al成分的测试方法，采用高分辨率X射线衍射仪。

2）本标准描述了高分辨率X射线衍射仪以及有关样品制备和分析的相关程序。

3）本标准的检测结果与计算结果时所选用的GaAs和AlAs的晶格参数，如a0GaAs＝5.65361 Å，a0AlAs＝5.6617 Å。

4）本标准适用于在未掺杂的<001>GaAs衬底上生长的未松弛的AlxGa1-xAs外延层。

五、与国外同类标准水平的对比分析


本标准技术内容等同采用国外先进标准SEMI M63-0306。与原标准相比，增加了单一实验室测量精密度并对标准格式进行了相应调整。
六、与现行法规、标准的关系

该标准不违反国家现行的有关法律、法规，由于国家标准体系中以前没有此类标准，因此该标准实行后，不用废除现有的任何标准。
七．标准征求意见的处理经过和依据

详见《高分辨率X射线衍射测量GaAs衬底生长的AlGaAs中Al成分的试验方法》意见处理汇总表。
八、实施标准的要求和措施的建议


本标准是测试GaAs衬底生长的AlGaAs中Al原子相对含量，即AlxGa1-xAs外延层中的x，未涉及专利问题，建议作为推荐性国家标准实施。
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征求意见稿反馈意见处理汇总表

	序号
	章/节/条款
	意见内容
	提出单位
	处理结果
	备  注

	1
	---
	标准格式应完全按照原版标准格式
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